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Fig. 1

(57) Abstract : Method for transferring a thin layer from a lithium-based starting substrate, comprising: a step of proton exchange
between this substrate and a first electrolyte, which is an acid, through a free face of this substrate so as to replace lithium ions of
the substrate by protons, in a proportion between 10% and 80%, over a depth el; a step of reverse proton exchange between this
substrate and a second electrolyte, through this free face, so as to replace, over a second depth e2 smaller than the first depth el, at
least practically all the protons with lithium ions, so as to leave an intermediate layer between the depths el and e2, in which
intermediate layer protons incorporated during the proton exchange step are left, the depth e2 defining a thin layer between said
free face and the intermediate layer; a heat treatment step carried out under conditions suitable for embrittling the intermediate
layer; and a separating step suitable for causing the thin film to separate from the rest of the substrate at the intermediate layer.

(57) Abrégé : Procédé de transfert d'une couche mince depuis un substrat de départ & base de lithium, comportant: une étape
d'échange protonique entre ce substrat et un premier électrolyte qui est acide, au travers d'une face libre de ce substrat en sorte de
remplacer des ions lithium du substrat par des protons, dans une proportion comprise entre 10% et
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80°, sur une profondeur gl, une étape d'échange protonique inverse entre ce substrat et un second électrolyte, au travers ce cette
face libre, en sorte de remplacer, sur une seconde profondeur g2 inférieure a la premiére profondeur ¢l, au moins la quasi-totalité
des protons par des ions lithium, en sorte de laisser subsister une couche intermédiaire entre les profondeurs ¢l et g2, dans
laquelle subsistent des protons incorporés lors de I'étape d'échange protonique, la profondeur €2 définissant une couche mince
entre ladite face libre et la couche intermédiaire, une étape de traitement thermique effectuée dans des conditions propres a
fragiliser la couche intermédiaire, et une étape de séparation propre a provoquer la séparation de la couche mince vis-a-vis du
reste du substrat au niveau de la couche intermédiaire.



